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Полупроводниковые гомо- и гетеропереходы благодаря особым элек
трическим свойствам используются как важнейшие элементы в структу
рах полупроводниковых, оптоэлектронных приборов и первичных изме
рительных преобразователей.
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К идеальному р-п гетеропереходу приложено внешнее напряжение U в 
прямом. В этом случае, потенциальный барьер, который должен преодо
леть дырки при переходе из /т-области в «-область, заметно понижается. 
И если приложенное напряжение U достаточно велико, барьер может 
быть понижен до нуля. Следовательно, дырочный ток в прямом направле
нии сильно возрастает. Но потенциальный барьер, который должны пре
одолеть электроны при переходе из «-области в р-область, остается доста
точно высоким, а поэтому электронный ток в прямом направлении будет 
довольно мал. В том случае, если два полупроводника имеют различную 
ширину запрещенной зоны Е̂ . различную относительную диэлектри
ческую проницаемость е, различную работу выхода Ф, различное элек
тронное сродство X, то электрическое поле, обусловливающее наклон зон 
на границе раздела, терпит разрыв вследствие различия в величинах е, это 
обусловит и разрыв краев энергетических зон на границе раздела, следо
вательно барьер для электронов значительно меньше, чем для дырок, по
этому доминирующими носителями будут электроны.

ВАХ гетероперехода определяется выражением:

Емкость гетероперехода определяется по формуле:
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